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1. 序論 

我々は,Si 酸化膜中(OX)へのホットイオン

注入法により, Ⅳ族半導体量子ドット(IV-

QD)が形成され,PL 発光することを報告して

きた[1],[2]． 

今回, 金属不純物が 1ppm 以下のクオーツ

ガラス基板（QZ）［3］へのホットイオン注

入法を用いて作製した SiC 半導体量子ドッ

ト(QD)の特性とOX中 SiC-QDとの比較を行

い,PL発光への不純物の影響について検討し

たので報告する． 

 

2. 実験 

QZ及び OX絶縁体へのダブル Si/Cホット

イオン注入を行い,SiC 量子ドット（SiC-QD)

を形成した［1］.         

Si+のドーズ量(DSi)は 6×1016cm-2, C+ドーズ

量(DC)は 4×1016cm-2,イオン注入温度は 200℃

で行った［1］.その後,結晶性を回復させる為,

温度 1000℃にて N2アニール処理を行った. 

さらに,QZ 中の不純物の PL 発光への影響

を調べるために，アクセプタイオン（B）と

ドナー（P）をQZにホットイオン注入（900℃）

した SiC-QD も作製した． 

PL スペクトルは, 3.8eV 励起レーザーを用

いて室温にて測定した. 

 

3．結果及び討論 

図 1 は,QZ 及び OX 中の SiC-QD の PL ス

ペクトルの比較である. QZ 中よりも OX 中

の SiC-QD の PL 強度が約 5 倍強いことがわ

かり,OX 中の不純物準位間の PL 発光が大き

いことが予想される.また，QZ基板中にB+,P+

をイオン注入することで,PL強度が増大する

ことがわかった.従って，PL 強度増大には

SiC中の不純物準位密度を増すことが重要で

あることがわかった． 

図 2 は,QZ 中 SiC-QD の OX 中 SiC-QD と

の PL ピーク強度比較の B+及び P+ドーズ量

依存である.イオン注入により PL ピーク強

度が増大し,最適な B+ドーズ量は 2×1012cm-2

であることが判明した. 

結論として,SiC-QD での PL 発光の増加に

は,不純物準位密度の増加が重要であること

がわかった.学会当日には，Si-QD の結果も

発表する予定である． 

 
っっっ 
図 1. SiC-QD の tN=30min での PLスペクトルの酸化

膜構造依存性． 

OX：OX 中 SiC-QD．QZ-B：QZ中 SiC-QD,B＝2×1012

㎝-2．QZ-P：QZ中 SiC-QD,P＝2×1012㎝-2． 

QZ：QZ 中 SiC-QD 

  
図 2. tN=30min での QZ中 SiC-QD の OX 中 SiC-QD

との PLピーク強度比較の B+及び P+ドーズ量依存．

▲:QZ-B SiC-QD．■:QZ-P SiC-QD．●:QZ SiC-QD 
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